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図3－1に，パワーMOSFETの等価回路とそのキ

ー・パラメータである特性を示します．これらの特性

項目，破壊耐量のすべてにわたり高性能であることが

理想ですが，ON抵抗RDS（on）と耐圧VDSSに見られる

代表的なトレードオフ関係のように，そのほかの特性

にも緊密に関係する特性がたくさんあります．

また，各特性項目には，温度依存性（正または負）

の有無があります．このような電気的特性の関係を知

ることは，設計者が応用回路に合ったパワーMOSFET

を選定する際にとても重要になってきます．

Rw，Lg，Lsは，パッケージで決まるパラメータで

す．Rwは，主にソース・ワイヤの抵抗成分，Lsはそ

の寄生インダクタンス成分，そしてLgはゲート・ワ

イヤの寄生インダクタンス成分です．一般的にこれら

の項目はデータシートに記載されていません．Rwは

RDS（on）の中に含まれています．

パワーMOSFETのキー・パラメータ

表3－1に，パワーMOSFETの最大定格表を示し

ます．各項目の右側に，補足説明を付けました．これ

らの定格項目はほかの特性と相互に関連しており，同

時に許されるものではないことに注意が必要です．

最大定格であるドレイン電流IDは，表に示す計算

式で理論上は規定できますが，超低ON抵抗（数mΩ

オーダ）の製品になると，100 Aを越えます．

IDは，パッケージのワイヤ・ボンディングの溶断

電流にも制限されます．ワイヤの溶断電流は定格電流

に対して相当余裕があります．

しかし，実際に電流を流したときに発生するドレイ

ンやソース・リードの発熱などを考慮すると，TO－

220外形品でせいぜい75 A前後が現実的には妥当な

定格でしょう．次に，いくつかの項目について説明し

ます．

● 繰り返し動作におけるパルス電流定格Id（pulse）r
一例として，2SK3418（ルネサス テクノロジ）で
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図3－1 パワーMOSFETの等価回路とキー・パラメータ



tPW＝150μs，繰り返し周期T＝300μs（デューティ

50 ％，f≒3.3 kHz），ケース温度TC＝90℃の条件で，

Tchmax.のディレーティングをとり，120℃max.とした

場合の最大許容値Id（pulse）rmax.を求めると，表3－1の

理論式から，Id（pulse）rmax.＝73.5 Amax.となります．

ただし，θch－C（tPW/T）＝0.50×1.14＝0.57℃/W

（2SK3418の過渡熱抵抗特性である図3－14を引

用し算出），RDS（on）max.＝0.0055Ω（2SK3418の特

性規格表から），温度係数α＝1.77（RDS（on）－TC
特性カーブを引用）．

θch－C（tPW/T）：tPW/T時のチャネル－ケース間過

渡熱抵抗

● アバランシェ耐量保証：電流値IAP，エネルギEAR
基本的にこれらの定格は，アバランシェ動作におけ

るチャネル温度Tchmax.＜150℃の範囲内が前提となり

ます．詳細は，第4章を参照してください．

表3－2に，パワーMOSFETの電気的特性を示し

ます．項目ごとに，その温度依存性，設計上の留意点

を解説します．

● ドレイン－ソース間破壊電圧V（BR）DSS
VGS＝0とし，測定電流IDを規定します．この項目

は，定格VDSSを保証するための一つの手段です．

パワーMOSFETの電気的特性
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電流を流してブレークダウンさせる方法とドレイ

ン－ソース間VDSに最大定格VDSSの電圧をかけて，

IDSSを規定する方法とがありますが，一般的には

V（BR）DSSを規定しています．

● ゲート－ソース間破壊電圧V（BR）GSS
ゲート－ソース間に保護ダイオード（静電破壊防止

用）が挿入されているデバイスについて規定していま

す．したがって，保護ダイオードなしのデバイスを，

カーブ・トレーサなどで測定してはいけません．ブレ

ークダウンした点は破壊電圧，すなわちゲート破壊品

となります．

このようなものが誤ってセットに組み込まれると動

作する場合があり，とてもやっかいな問題となります

（詳細は，第4章を参照）．
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表3－1 パワーMOSFETの最大定格表（TA＝25℃，2SK3418，ルネサス テクノロジ）

図3－2 ドレイン・ソース間リーク電流 IDSS－チャネル温度Tch
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